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[はじめに] 現在、我々が利用しているエネルギーの多

くは化石燃料による火力発電や原子力発電によるもので

ある。それらはいずれ枯渇する恐れがあり、また安全面・

環境面において大きな危険性を孕んでいる。そこで近年

再生可能なエネルギーに注目が注がれており、中でも太

陽を資源とする太陽電池への期待が高まっている。そこで

我々はワイドギャップ化合物半導体である n-ZnO, p-NiO

を用いた可視光透過型太陽電池の研究及び開発に取り

組んでいる。これは紫外光を吸収し発電、可視光をそのま

ま生活に利用することが可能である。今回我々はデバイス

の材料として使用可能な n 型半導体として ZnO に Ga を

添加した GZO(Ga-doped ZnO)の電気・光学特性及び結

晶性について検討したので報告する。 

[実験] 石英基板上に RF マグネトロンスパッタリング法

を用いてGZO薄膜を作製した。ターゲットには 5.7 wt%の

Ga2O3を含んだ ZnOセラミック試料を用いた。成膜条件は、

スパッタガス圧力 0.67 Pa、成膜時間 2 hour、出力 75 W、

ガス総流量は Ar + O2の 10 ml/minで酸素分圧について

はその依存性を調べた。評価は XRD(𝜃 − 2𝜃法)、透過率

測定(UV-VIS分光法)、ホール効果測定(van der Pauw法)

等を行なった。 

[結果] Fig. 1 に酸素分圧依存性をみた GZO 薄膜の

XRDの結果を示す。これからGaのピークは検出されずに

ZnO(002)のみが検出されたことで、先ずGaが問題なくZn

に置換されたことが確認できる。また、酸素分圧による比

較をすると割合が高まるに連れピーク強度が弱まっている

ことが分かった。 

Fig. 2 に同じく酸素分圧依存性をみたキャリア密度と抵

抗率測定の結果を示す。n 層として使用するためのキャリ

ア制御を試みた。一方で、酸素分圧比による電気特性の

大きな低下も見られた。 

当日はこれらに加えたその他詳細なデータも記載した

上で報告する。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 XRD patterns of O2 pressure ratio of GZO 

Fig. 2 Resistivity and Carrier Concentration of GZO 
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